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DIODES DE REDRESSEMENT A TEMPERATURE DE BOITIER SPECIFIEE
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7578q PARIS CEDEX 16 ‘
Téléphone (1) 723 - 72 -57 Télex :CEFUTE620434 F .
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 7
DE LA QUALITE CONTROLEE UTE. C 86-819
Conformément 4 1a CECC 50 000 3e EDITION . Février 1982
(NF C 86-010) ’ (Mise & jour février 1984)
1 — DESCRIPTION MECANIQUE SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :
Références d’encombrement BYS 75-20 BYS 7545
Code CEl 1912 %A4M {n° modéle + M) BYS 75-30 BYS 75-50
. o N .
A4U (n® modéle) INFORMATIONS POUR LA COMMANDE :
Référence nationale 3 DO5/F 10M Voir paragraphe 7 de ce document
. DOS5/F 10U
| 2. — BREVE DESCRIPTION
a "~ Matériau semiconducteur : Silicium
| Matériau du boitier 1 Métal/verre

| DIODE SCHOTTKY POUR COMMUTATION DE
PUISSANCE A HAUTE FREQUENCE

Y I )

3 — NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE
l M6 -
D - ou .
L 1/4 28 UNF 2A Fetl

4 — VALEURS LIMITES (Systéme des limites absolues)

Ces valeurs s'appliquent sur la plage des températures de fonctionnement sauf indication contraire.

PARAGRAPHE VALEUR
CECC 50 009 SYMBOLE UNITE
NF C 86-819 min max
. 4.1.1 Tension inverse de créte VawM
BYS 75-20 20 \Y
BYS 75-30 30 \Y
BYS 7545 45 Vv
BYS 75-60 50 Y
4.1.2 Tension inverse de pointe répétitive VRRM
Demi-onde sinusoidale BYS 75-20 20 "
(10 ms 3 50 Hz) BYS 75-30 30 Y
BYS 75-45 45 Vv
BYS 75-50 50 Vv
4.1.3 Tension inverse de pointe non répétitive VRsm
Demi-onde sinusoidale (10 ms) BYS 75-20 24 \'
: BYS 75-30 36 v
BYS 75-45 54 \'
BYS 75-50 60 \
(Suite page suivante)
Se reporter a la liste des Produits Homologués CECC 00200* en vigt pour itre les fabricants dont les composants conformes
. & cette spécification particuliére sont homologués,
* Se reporter également au RCQ frangais : UTE C 00-191. o
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4. — VALEURS LIMITES (Suite)
PARAGRAPHE VALEUR
CECC 50 009 SYMBOLE UNITE
NF C 86-819 min max
4.1.4 Tension inverse continue permanente Vg
BYS 75-20 20 \
BYS 75-30 30 v
BYS 7545 45 \"
BYS 75-50 50 v
4.2.1 Courant direct moyen a T_, . =100 °C [E(AV) 75 A
{voir courbe de réduction paragraphe 9.1) .
4.24 Courant direct de surcharge accidentelle non lesm 1000 A
répétitif, de durée 10 ms avec application de |a
tension inverse
4.31 Température de boftier de fonctionnement Tcase
BYS 75-20 + 135 °C
BYS 75-30
BYS 75-45 ‘ +125 o¢
BYS 75-50
4.3.2 Température virtuelle de jonction Tivi) - 65 + 150 °C
43.3 Température de stockage Tsig — 656 + 180 °C
441 Puissance inverse de surcharge accidentelle Prsm .
non répétitive, signal rectangulaire, durée 2 us
BYS 75-20 | ' 100 W
BYS 7530 |
BYS 75-45 120 W
BYS 75-50 |

Documents

Document Sharing Hub

Coca-

Full document details: CECC 50009-032ED 10


http://avadocuments2026.com/doc/cecc-50009-032-ed-1-0
http://avadocuments2026.com/doc/cecc-50009-032-ed-1-0

CECC CECCx50%009- 032*EDx] xx HE 1974499 00375k9 457 I8

_3_ CECC 50 009-032
. 5. — Q_ARACTERISTIOUES ELECTRIQUES : Voir paragraphe 8 de ce document pour les exigences de controle
(groupes A et C).

PARAGRAPHE Caractéristiques et conditions 8 Tga5e =25 °C VALEUR - .
CECC 50009 | Mesuré : SYMBOLE UNITE
NFE C 86819 sauf indication contraire min | max

5.1 Tension directe de pointe
A2b | lg=75A;tp=250us;06<2%; Tcase = 25°C VEM 0,72 \'
Tease = 100°C VEm(1) 0,64 v
A2b | Ig =232 A (valeur de pointe); Tcase = 25°C Vem(2) 1,08 Y
; Tease = 100°C VEM(3) 0,92 v
lg =150 A * t,=250us;6 <2%; Tepse= 25°C VEM(@4) 08| Vv
’ Tcase =100°C VEMm(5) 0,78 A
5.2 Courant inverse de pointe & V_ . spécifiée en 4.1.2
A2b | & Tgase = 25 °C sans dissipation dans le sens direct IRM (1}
BYS 75-20 1.0 mA
BYS 75-30
BYS 75-45 g 1.2 mA
BYS 75-50
C2b | & Tcase = Tcase Max sans dissipation dans le sens direct IrRM (2)
BYS 75-20 130 mA
BYS 75-30
BYS 75-45 110 mA
BYS 75-50
. 5.3 Puissance totale dissipée (voir paragraphe 9.2)
2
5.5 Résistance thermique jonction au point de référence Bih(j-ref) 0,75 K/W
en courant continu : '
5.6 A2b 'fension du claquage en avalanche igpm = 10 mA V(BR)
BYS 75-20 30 v
BYS 75-30 40 \)
BYS 75-45 47 Vv
BYS 75-50 53 A
* Le choix du courant égal a deux fois I (5 ) correspond aux conditions de fonctionnement de la diode Schottky :
commutation de signal carré.
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